FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Monolithische Transistor-Arrays
fur universelle Anwendungen

CA 3045
CA 3046

Grenzwerte Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen Wert Einheit ® Die Arrays enthalten je fiinf Si-npn-Uni-
versaltransistoren auf einem monolithi-

Ver]ustlei'stung” Puo schen Substrat. Zwei der Transistoren

pro Transistor 300 mwW sind zu einem Paar mit Differenzeingang

gesamt 750 mW

Kollektor/Emitter-Spannung Uceo 15 % geschaltet. . ‘

Kollektor/Basis-Spannung Ucso 20 v e CA3045 im hermetischen DIL-Keramik-

Emitter/Basis-Spannung Uggo 5 \Y, gehéuse fiir sehr groBen Einsatztempera-

Kollektor/Substrat-Spannung Uco 20 \% turbereich

Kollektorstrom Ic 50 mA ® CA 3046 im DIL-Plastikgehduse fir indu-

D Bis 9, = 75 °C (CA 3045) bzw. 55°C (CA 3046)

Statische Kennwerte fiir jeden Transistor (0, = 25°C)

Parameter Kurzzeichen Wert Einheit
min.  typ. max.

Kollektor/Emitter-

Durchbruchspannung Usgceo 24 Vv

Kollektor/Basis-

Durchbruchspannung Usceo 60 Vv

Emitter/Basis-

Durchbruchspannung Ugrepo 7 A%

Kollektor/Substrat-

Durchbruchspannung Usgcio 60 A\

Kollektorstrom IcBo

beiUcg =10V, I=0 0,002 40 nA

Kollektorstrom Iceo

beiUcg =10V, Ig=0 0,5 uA

Gleichstromverstarkung B

beiUcg =3V

Ic = 10mA 100

Ic = 1mA 40 100

Ic = 10uA 54

Offsetstrom Io

flir gepaarte Transistoren

beiUcg =3V, [c=1mA 0.3 2 HA

Offsetspannung Uo

fiir gepaarte Transistoren”

beiUcg =3V, Ic=1mA mV

Basis/Emitter-Spannung Usgro

beiUcg =3V

Ig=1mA 0,715 v

Iz =10mA 0,8 \%

Basis/Emitter-

Sattigungsspannung UcEsa

beilsg = 1mA, I = 10mA 0,23 \Y

Temperaturkoeffizient

der Basis/Emitter-Spannung TKyge

beiUe=3V,Ic=1mA ~-1,9 uV/K

Temperaturkoeffizient

der Offsetspannung TKyo

beiUcg =3V, Ic=1mA [1,1] uV/K

D gilt auch fiir entsprechend geschaltete Einzeltransistoren

striellen Einsatz

e Transistoreinsatz wie bei diskreten Typen,
jedoch Vorzige der integrierten Schal-
tung; weitgehende Ubereinstimmung der
elektrischen Eigenschaften der Transisto-
ren und exakter thermischer Gleichlauf

* Grofler Strombereich

® Geringe Rauschzahl

* Einsatztemperaturbereich
CA 3045: ~55°C bis 125°C,
CA 3046: ~40°C bis 85°C

o [ agerungstemperaturbereich
CA 3045: —65°C bis 200°C,
CA 3046: —-65°C bis 150°C

Applikationshinweise

¢ Vielfaltige Kleinleistungsanwendungen
im Gleichstrom- bis VHF-Bereich, z. B.
HF-Differenzverstarker, temperaturkom-
pensierter Verstiarker oder Oszillator

* Gute Betriebsbedingungen bis 120 MHz

® Der Kollektor ist bei jedem Transistor
vom Substrat durch eine Diode isoliert.
Zur Aufrechterhaltung der Isolation mufl
das Substrat (Pin 13) mit dem héchsten ne-
gativen Schaltungspotential verbunden
werden. Ohne diese MaBnahme ist kein
normaler Transistorbetrieb moglich.
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Bild 1: Pinbelegung fir die Transistor-Arrays
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Dynamische Kennwerte fiir jeden Transistor (0, = 25°C)

Kollektorstrom I [mA]

Bild 3: Typische Rauschzahl in Abhéngig-
keit vom Kollektorstrom bei 500 2 Innenwi-
derstand der Quelle (Rs = R;}

Parameter Kurzzeichen typ. Wert Einheit
Niederfrequenzrauschen F 3,25 dB
beif=1kHz, U =3V,
Ic=100uAundR; = 1kQ
Transitfrequenz” fr 550 MHz
beiUcg =3V,Ic=3mA
Emitter/Basis-Kapazitit Cep 0,6 pF
beiUgg =3V, Ig=0
Kollektor/Basis-Kapazitit Cep 0,58 pF
beiUcp =3V, Ic=0
Kollektor/Substrat-Kapazitit Car 2,8 pF
beiUC1=3V,IC=0
h-Parameter bei f = 1 kHz,
Ucg=3Vundlc=1mA
KurzschluB-Stromverstirkung hyie 110
KurzschluB-Eingangswiderstand hie 3,5 kQ
Leerlauf-Ausgangsleitwert hye 15,6 us
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyoe 1,8x 1074
Y-Parameter beif = 1 MHz,
Uce =3V,undI¢ = 1 mA
KurzschluB-Vorwirtssteilheit Yate 31-j1,5
KurzschluB-Eingangsleitwert Yite 0,3+j0,04
KurzschluB-Ausgangsleitwert Yaze 0,001 +j0,03
KurzschluB-Rickwirtssteilheit Vize 0
»Minimalwert 300 MHz
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Bild 4: Typische Rauschzahl in Abhéngig-
keit vom Kollektorstrom bei 10 k£2 Innenwi-
derstand der Quelle

Wichtige Kennlinien
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Bild 2: Typische Gleichstromverstirkung
und typisches Gleichstromverstirkungs-
verhéltnis als Funktion des Emitterstroms
fir VT1, 2 (heg = B)
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Bild 5: Typischer Wert der Transitfrequenz
{entsprechend dem Bandbreite-Verstir-
kungs-Produkt) als Funktion des Kollektor-
stroms

Zoll (JEDEC TO-116)

Bild 6: MaRskizze fiir CA 3045; MaBe in mm, in Klammern in

Bild 7: Mafskizze
Zoll (JEDEC TO-116)
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